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ELTaRthIRE Nr 4 (12) 1975

B. JAKOWLEW: Zwiqzki pélprzewodnikowe I ich roziwory stale

W artykule przedstawlono kierunki zastosowad oraz podstawowe wilasnosel perspektywicznych zwiqzkéw péiprze -
wodnlkowych 1 ich roztworéw stalych. Dokonano przeglqdu technologii ich otrzymywanks, ukazujge mozllwosc!
udoskonalanla technologii wytwarzania materialéw, zagadnienia zwlqzane z podvwyszenlem ich jakoscl oraz
problemy rozszerzanla zakresu bada# naukowych.

T. DROZDZ, W. VIETH: Metodyka bezposredniego ujawniania dyslokacji no przykladzie miedzi 1 fosforku galu

Przedstawiono prawdopodobny mechanizm rezwoju jamek na dyslokacjach w Cu | GaP przy trawleniu w roztwo=
1ze. Podano kryteria umozliwlajqce rozréznianie dyslokacii czystych | z atmosferami oraz dyslokacji krawedzio -
wych 1 §rubowych. Przedsiawiono metody ujownianka dysiokacii w Cu 1 GaP przez chemiczne trawienie.

K. NOWYSZ, B. SURMA: Badanie jednorodnofci opomosei krzemowych warstw epitaksjalnych.

W artykule przedstawiono wyniki badas jednorodnotci opomotel wlatciwej krzemowych warstw eplitaksjalnych
Badania przeprowadzono wykorzystujqc metody efektu fotowoltaicznego i rozplywu opomosci.

J. MALECKI: Badania nad szybkofciq dyfuziji wegla w stopie zelaza z niklem | kobaltem=FeNi29Col7 /kowar/

No podstawie badar okreflono szybkosé dyfuzji wegla w stopie FeNI29Col7 o koncentracji 0,01 -0,29% wegla,
w pizedziale temperatur 815~1255°C /1088-1528 K/. Wsp6lczynnik dyfuzji okreslony jest réwnaniem
Arrheniuso z energiq aktywacii 3238 calmol ™1 £ 3445 calmol ', przy 95% przedziale ufnotci | wspblczynnikiem

czestolel D°= 0,116 cm2 s-l.
F. STERMA: KOMUNIKAT: Urzqdzenie do spiekania pod ciénienlem proszkéw A|203

Komunikat przedstawia zasadg dzialania urzqdzenia do spiekania pod ciénienlem proszk 6w A|203, jego chara~
kterystyke techniczng | warunki eksploatacii.



ELEXTRORICINE Nr 4 (12) 1975

B. AKOBRAEB: IloaynpOBOIBHKOBHO COOIXHHOHES B MX TBODANO pPACTBODHM

PaccMoTpeHs TPeHZN NPMMOHOHES H OCHOBHNO CBOMCTBA NOPCHEKTHBEHX MOAYIPOBOAHMKO-
BHX CO@ZMHEHIM 4 HX TBOPHHX PACTBOPOB. /[8H 0080pD TOXHOJNOI'HH NPOH3BOACTBA MATe~
PHANOB, MOBMHOHHA HX KAyecTBA M BONPOCOB CBHBAHHX C pacHMpDeHHEM OCJACTH EayMHUX
uccirenoBanni,

T. IPOXME, B. BET: MeTozEKa HONOCPOACTBOMHOI'O OCHADYXHMBAHMA AHCIOKAIMA HA OpH-
Mepe MezH M dochuas raans.

NpencraBrer BepoATHHH MEXaHH3H DAa3BHTHA AMOK HA ZMCIOKALMAX B Cu H GaP NpA
TPABNGHEH B DAacTBOpe, JAHM KpMTOPHA, pasBemaKmie pasiMyaTh AMCIOKAIME C &TMOC-
depamu OT YHCTHX M KDAOBHO XMCIOKAUMK OT BHETOBHMX. [lpeAcTaBieHH MeTOZN OCHa-
PyXeHHf IKCIOKAUER B Cu H GaP OyTeM XMMHYECKOIO TPABIEHMA B PACTBODS.

K. HOBWE, b. CYPMA: HccarezoBauHe OJHODPOAHOCTH YZEJBHOI'0 CONPOTHBAGHMA KPOUHOBHX
SMHTAKCANBUNX CJOSOB,

llpescrasnend peaynbTaTH MCCIeZOBAHKA HEOAHOPOAHMOCTH yAEABHOI'O CONPOTHBIGHHA
KPeMHHeBHX 3NETARCUANBHHX Cl06B. MccIeNOBAHEA MPOBEAGHO MCHONB3YA METOZH (OTO-
BOABTAUYECKOTO 3)HeKTa B PACTOKAHHH CONPOTHBIEHHA.

E. MANSUKM ~ MccnenoBaHHSA CKOPOCTH NHpPY3HK yruepoZa B COIABe X6Ne3a C HHKe-
JneM X KOGANBTOM FeNi29Co17 /kosap/

Onpezenena cxopoctTs ARPHY3RA yraepoza B cniaBe ¢ KoHueHrpauued 0,0I-0,29% yria
B Openene TeMnmeparyp 8I5-1255°C /1088-1528 K/. KosppHumenT Inddysnu onpeneneH
YpaBHeHHEeM Arrheniusa C sseprueft axTeBauuil 32388 Ra.n/uo.nr..'I +3445 Ran/lons.'l
npa 95% ZOBEpPUTEABHOI'C MHTEPBANA H KO3DPHUMEHTOM YACTOTH.

?. CTEPMA: COOBLEHWE: YcraHOBKa ZAA CHOKAEHA NOPOMKOB Al.Ux NOA XABIGHHOM

B cooOmeEm¥ mpeACTABAEH NPEEIMO pPAaCOTH YCTAHOBKM I CHEGKAHHA MNOPOEKOB A1,04
N0z NaBAEHHEM, TOXHEUOCKAA XAPAKTOPHCTHKA H 3KCIIYATAUHOHEMO YCIOBUA.



ELEXTRORIKCZNE a2 1975

B. JAKOWLEW: Semiconductor compouds and thelr stable solutions Application trends and basic properties of
future semiconductor compounds and their stable solutions are presented.

The review of materials production technology inclusive problems of technology development as well as problems
connected with an improvement of materials quality and an enlargement of research range is given.

T. DRO2DZ, W, VIETH: Methodlcs of direct dislocations revealing on the pattern of Copper and Gallium
Phosphide

A probable mechanism for development of etch pits at dislocations in Cu and GoP by etching in solution is pre -
sented, Criteria allowing to differentiate clean dislocations and dislocations with atmosphere, clean edge and
screw dislocations are given. Methods of the dislocations revealing in Cu and GaP by chemical etching reported.
K. NOWYSZ, B. SURMA: Investigations of homogeneity of Silicon epitaxial layers resistivity

Investigations of homogeneity of Silicon epitaxial layers resistivity were carried out using photovoltaic and
spreading resistance methods,

J. MALECKI: Investigations of rate of Carbon diffusion in the Iron= Nickel - Cobalt alloy FeNi29Col7 /Kovor/

In the FeNI29Co17 alloy with 0,01-0,29% Carbon concentration the rate of Carbon diffusion was estblished in
the temperature range 815-1255°C /1088 -1528K/, Coefficient of diffusion is given by Arrhenius equation with

energy of actiration 32388 cal mol ' =3445 cal mol-‘ at 95% confidence interval and frequency coefficient
D°= 0,116 szl-l,

F. STERMA: REPORT on equipment for A|203_ powders sintering under pressure

Principles of operation, the technical characteristics and applications of a plant for A|203 powders sintering

under pressure are presented,



22 grudnia 1975 r. zmart w 58 roku zycia wielki uczony radziecki
= Profesor Grigorij Wclen}ynowicz SAMSONOW.

Smier¢ Profesora Samsonowa odczuli boleénie takze i naukowcy pol =
scy: byl On bowiem dobrze znanym w Polsce naukowcem, kilkakrotnie
gofcit w naszym kraju, prezentujqc wyniki swoich prac i shuzqc swym
olbrzymim doswiadczeniem w dziedzinie materialoznawstwa, fizyko=-
chemicznych proceséw otrzymywania wielu zwiqzkéw metali z nieme -
talami, metalurgii proszkéw itp.

Jego prace naukowe, przedstawione w ponad 600 publikacjach
i 30 monografiach tlumaczonych na wiele jezykéw, znane sq polskim
metaloznawcom. Dzigki Jego osiggnigeciom zdotano opanowaé techno =
logie otrzymywania trudnych do syntezy zwiqzkéw o zadanych para=
metrach, w tym ponad 500 zwiqzkéw trudno topliwych.

Profesor Samsonow by} réwniez gosciem naszego O¢rodka, autorem
prac publikowanych w "Materiatach Elektronicznych". Nasi pracowni=
cy wielokrotnie korzystali z Jego pomocy w miejscu, gdzie pracowat
= w Instytucie Probleméw Materiatowych Akademii Nauk USRR
w Kijowie, ktérego byt dyrektorem naukowym,

Zmarly Profesor Samsonow, wielki uczony i skromny czlowiek, jest
jednq z centralnych postaci polsko -radzieckiej wspélpracy naukowe;j.

Zostanie On na zawsze w naszej pamieci!
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Od Redakcji

W dniach od 7 do 9 pazdziemika 1975 r. w Cetuniu k. Koszalina odbyla sie Konfe -
rencja Naukowa zorganizowana przez ONPMP w ramach prac Centrum Koordynacy jnego
RWPG w zakresie problemu wytwarzania nowych materiatéw p6tprzewodnikowych i me=
tali wysokiej czystosci.

W pracach Konferencji wzieli udziat pracownicy naukowi z ZSRR, NRD, CSRS,
Jugostawiioraz przedstawiciele krajowych orodkéw naukowych: Instytutu Fizyki PAN,
Politechniki Slqskiej, Katowickiego Centrum Bada# Naukowych PAN, IBJ, Uniwersy =
tetu im, Mikolaja Kopemika w Toruniu, WSI-Koszalin, WAT, ITE i ONPMP,

Konferencje otworzyt przedstawiciel Polski w Radzie Pelnomocnikéw Centrum Koordy -
nacy jnego, dyrektor Departamentu Techniki MPM Andrzej Wyrzykowski. W swoim
wystgpieniu podkre§lit on, ze o przyszloéci elektroniki pélprzewodnikowej decyduiq
zwiqzki p6lprzewodnikowe, a nie krzem i gal. Poniewaz badania w dziedzinie techno~
logii i konstrukcji przyrzadéw osiqgnely w Swiecie stan bliski nasyceniu, zasadniczego
znaczenia nabierajq obecnie zagadnienia materiatowe. Istniejqce ograniczenia para~
metréw przyrzqdéw wynikajq bowiem przede wszystkim z rzeczywistych wlasnoéci ma -~
terialéw. Jest to charakterystyczne nie tylko dla elektroniki pélprzewodnikowej, ale
stanowi hamulec postepu w wielu innych dziedzinach gospodarki. Stworzenie odpowie =
dniej bazy materialowej jest przeto niezbedne dla realizacji planéw elektronizacii
gospodarki krajéw RWPG. Problem ten nabiera szczeg6lnego znaczenia wobec powsta~
fego w ostatnich latach deficytu materiatéw elektronicznych na rynkach §wiatowych,
przy istniejgcym embargo i stalym wzroécie cen na materialy elektroniczne.

Referat wprowadzajqey do dyskusji pt. "Zwiqzki pétprzewodnikowe i ich roztwory
state" wyglosit B. Jakowlew,

W nastepnych referatach omawiano zagadnienia szczeg6lowe. W sumie wygloszono
nastepujqce referaty:

J, $widerski /ITE/ = "Podwéijna niejednorodnoté péiprzewodnikéw AlllgYr
M. Milwidskij i I. Woronow /ZSRR/ = "Stan technologii otrzymywania objetosciowych
monokrysztatéw GaAs", A, Hruban i W. Krzywiec /ONPMP/ = "Otrzymywanie mono -~
krysztaléw GaAs z zastosowaniem metody syntezy pod topnikiem", W. Zdanowicz,
K. Kloc, A. Kaliska i A, Burian /Zaklad Fizyki Ciala Statego PAN/ = "Otrzymywa~
nie i morfologia wzrostu krysztatéw zwiqzkéw typu A3”Bzv", P. Nikoli¢ /Jugostawia/

- "Wlasnosci optyczne zwiqzkéw p6iprzewodnikowych IV =VI i ich roztworéw stalych",



B. Surma i E. Walczak /ONPMP/ - "Badanie luminescenc|i arsenku galu z domieszka =

mi Te i Si w przedziale koncentracji 10]7-10]8 cm-3", M. Bugajski, A. Jagoda
i L. Szymafiski /ITE/ = "Ocena wewnetrzne| sprawnosci kwantowe| rekombinacji pro =
mienistej w heterostrukturach GaAs -Aleml - 0 podstawie pomiaréw fotoluminesce -

ncji", E. Pietras i Z, Benbenek /ONPMP/ - "Bezdefektowa dyfuzja cynku w GaAs",
A. Halak, P. Kaminski, E. Kowalski i E. Pietras /ONPMP/ = "Wplyw technologii
wytwarzania i wlasnoéci arsenku galu na promieniowanie dyfuzyijnych diod elektrolu -
minescency jnych", W. Brzozowski /ONPMP/ = "Otrzymywanie warstw epitaksjalnych

GaAs] -x';x w ukladzie GaAs-PCI3-H2", W. Kot, S. Strzelecka i K. Nowysz

/ONPMP/ = "Okre¢lenie parametréw elektrycznych warstw epitaksjalnych GaAsP na
podlozu z GaAs", W, Vesely /CSRS/ - "Pomiary fotoluminescencii materialéw prze -
znaczonych do produkeji diod emitujqeych swiatto czerwone", W. Fistul i F. Gime-
Ifarb /ZSRR/ = "Badanie péiprzewodnikowych roztworéw stalych z wykorzystaniem
sond elektronowych i jonowych", W. Rupniewski i J. Torui /ONPMP/ - "Badania
heteroepitaksjalnych warstw GaAs, _XP/GaAs za pomocq przeswietleniowej mikrosko =

pii elektronowei", A. Litwin, I. Maronczuk i J. Puchow /ZSRR/ - "Specyfika wzrostu
warstw epitaksjalnych z ograniczonej objetosci roztworu=stopu", M, Piskorski i E.
Muszyriski /ITE/ = "Niektére problemy wielowarstwowe| epitaksji z roztworu stalego
ALxGa] _xAsN, W. tucznik, S. Porowski, R. Galonska /IF PAN/ - "Komora do kry =

stalizacji metodq Bridgmana w ciénieniu do 8 kbar", W. Pietrovié i M, Risti¢ /Jugo-
stawia/ = "Badania mikrostruktury pélprzewodnikowych materiatéw tlenkowych",

Niezaleinie od posiedzeri zostaly przeprowadzone dwie dyskusje panelowe, w czasie
ktérych omawiano nastepujqce zagadnienia:
1. Wlasnosci fizyczne a ocena jakosci zwiqzkéw pélprzewodnikowych i ich roztworéw

stalych.
2. Monokrysztaly objetosciowe a warstwy epitaksjalne zwiqzkéw pélprzewodnikowych
i ich roztworéw stalych.

Przewodniczqcym Komitetu Organizacy jnego Konferencji byt B. Jakowlew, za jej
strone naukowq odpowiadal E. Pietras, a sprawy organizacy jne Konferencii prowadzili
Z. Kalwa i W. Rybka.

Zgodnie z wyrazonym na Konferencii Zzyczeniem wygloszone referaty bedq sukcesywnie
publikowane w kolejnych numerach kwartalnika "Materialy Elektroniczne",

Cyk! publikacji rozpoczyna w niniejszym numerze referat B. Jakowlewa pt. "Zwiqzki
pSlprzewodnikowe i ich roztwory stale".



SYMPOZJA-KONFERENOJE-SEMINARIA

KRA JOWE

1. 7=9.IX = w Zakopanem odbyla sig¢ IV Konferencja Metaluigii Proszkéw, zorganizowana przez Instytut
Metali Niezelaznych PAN w Gliwicach. Uczestniczyli w niej: H. Rutkowska i M. Lejbrandt

2, 9-11.1X - w Polaficzyku odbylo sie sympozjum na temat "Fizyka i aplikacja cieklych krysztaléw", zorga-
nizowane przez Politechnike Rzeszowskq. Uczestniczyli w nim: W, Reéko i J..E. Rokicka

3. 9-11,IX - w Sopocie odbylo sie sympozjum na temat "Dzif i jutro wykorzystania nauki do zmniejszenia ma -
teriatochlonnosci wyrobbw z tworzyw sztucznych pochodzenia mineralnego lub nieorganicznego", zorgani-
zowane przez Oddziat Warszawski SITPMB, Uczestniczyly w nim: J. Kulifiska i E. Radziszewska=Kepka

4. 16-20.1X - we Wroctawiu odbyta sie konferencja no temat "Metody dielektryczne chemii organicznej",
zorganizowane przez Instytut Chemii Uniwersytetu we Wroclawiu. Uczestniczyli w niej: W. Re¢ko i J. E.
Rokicka

5. 17-19.1X - we Wrockwiu odbylo si¢ Konwersatorium Krystalograficzne, zorgonizowane przez Instytut
Niskich Temperatur i Bodo#t Strukturalnych PAN we Wroclawiu. Referat pt. "Rentgenograficzna analiza
defekt6éw niedopasowania w homoepitaksji krzemowe" wyglosit no nim W. Wierzchowski

6. 25.1X - w Gliwicach odbylo sig 111 Krajowe Sympozjum Mikroanolizy Rentgenowskiej w Badanich Metali
i Mineraléw. Pracownicy ONPMP wyglosili na nim nastgpujqce referaty: "Wyznaczanie wsp6iczynnika
udziatu molowego x w warstwach epitaksjalnych GaAsl — metodq mikroanolizy rentgenowskiej" -

t.. Kaczyfiski, "Zostosowanie mikroanalizatora rentgenowskiego do badania dyfuzji skladnikéw warstwy meta-
licznej 7~ zeramiki alundowe|” ~ H. Kozlowsko i W. Wilosifiski

7.25-27.I1X - w Jadwisinie odbyla si¢ Konferencja Naukowo~Techniczna na temat "Dielektryki ceramiczne
w elektronice”, zorganizowana przez Zaklad Ceramiki Radiowej, PAN oraz Oddziat Warszawski SEP.
Uczestniczyli w niej: A. Adamiec, A. Biefi, L. Kociszewski, B. Malinowski, H. Rutkowska, E. Radziszewska-
~Kepko, H. Tomaszewski i W. Wilosinski

8. 22-27.1X = w Krokowie odbylo sie Sympozjum Naukowe no temat "Analiza termiczno", zorganizowane
przez Akademie Gémiczo ~Hutniczq w Krakowie. Referat pt. "Badanie cieklokrystalicznych ukladéw fazo -
wych metodami analizy termicznei" wyglosit na niej T. Dro2d2

9. 6=9.X = w Mielnie odbyta si¢ lll Krajowa Konferencja Techniki Pré2niowej, zorgonizowano przez Ofrodek
Bodowczo -Rozwojowy Techniki Prézniowej. Uczestniczyli w niej: E. Kret, M. Kusowski, H. Mogilnicki,
Z. Nojberg i Z. Potryas. Wygloszono referat pt. " Zastosowanie préini w procesach oczyszczania metali
do wysokiej czystosci"

10. 7-9.X = w Cetuniu k.Koszalina odbyta si¢ Konferencja Naukowa, zorganizowano przez ONPMP w ramach
prac Centrum Koordynacyjnego RWPG w zakresie problemu wytwarzania nowych materiatéw p6iprzewodni -
kowych i metali wysokiej czystosci.

11, 13-20,X - w Cetniewie odbyla si¢ | Jesienna Szkola Optoelektroniki P6lprzewodnikowej, zorgonizowano
przez Instytut Fizyki PAN. Uczestniczyli w niej: A. Hiubon, T. Dro2d%, H. Kozlowska, E. Cibor,
A. Halok, H. Gola, M. Bogobowicz, W. Krzywiec, W. Brzozowski, P. Kamifski, K. Nowysz, Z. Pacho.,
M. Pawlowska, E. Pietras, S. Strzelecka, B. Surmo i J. Tokarski

12, 23-29.X - w Szczyrku odbyta sie Il Krajowa Konferencja "Fizyka Cienkich Warstw", zorganizowano przez
Zaklad Fizyki Cialo Stalego PAN w Zabrzu. Uczestniczyli w niej: J. Korec i E. Nossarzewsko ~Orlowsko

13. 27-30.X - odbylo si¢ sympozjum no temat “Efekty matrycowe w spektralnej anolizie emisyinej", zorgani=-
zowane przez Komitet Chemii Analitycznej PAN, Uczestniczyla w nim W, Sokolowska

14, 17.X1 = odbya sig kursokonferencja na temat "Zasady konwencii o patencie europejskim", zorganizowana
przez NOT. Uczestniczyt w niej J. Walewski

15. 24-29.X| - odbyla si¢ kursokonferencio na temat "Skonningowo mikroanalizo rentgenowska i elektromikro~

skopowo ciot stalych". Uczestniczyl w niej L. Kulig

16. 1-3.Xli = w Krakowie odbylo si¢ seminarium no temat "Magnetyczny rezonans jqdrowy i jego zastosowa =
nie", zorganizowane przez Instytut Fizyki Jodrowej w Krakowie. Uczestniczyla w nim J. E. Rokicka



SYMPOZJA-KONFERENOJE-SEMINARIA

ZAGRANICZNE

1. 1.X - w Budopeszcie odbyla sie IV Konferencja Metali Rzadkich, zorganizowana przez Wegiersk Instytut
Geologii. Uczestniczyli w niej: B, Jakowlew i Z, Horubala

2, 13-18,X ~ w Drefnie odbylo sig Migdzynarodowe Sympozjum na temat "Metale czyste w nauce itechnice",
Uczestniczyli w nim: W. Rybka, M. Mogielsnicki, W. Sokolowska, Z. Patryas i M.Kusowski. Rebrat pt,
“Badanie procesu destylacji i topienia sterefowego" wyglosit M. Kusowski

3. 8-12,XIl = w Berlinie odbyla sig konferencja na temat optoelektroniki, Uczestniczyt w niej P, Dzewiecki,



INFORMACJUA DLA AUTOROW

W celu ulotwienia proc redakcy jnych zwigzanych z przygotowaniem materialu do druku redakcja prosi Auto~
réw o przestrzeganie podanych nizej wskazéwek:

1. Objetoici artykul6w w zasadzie nie powinny przekraczaé 10-15 stron maszynopisu.

2. Artykuly powinny by & napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interliniq /co drugi
wlersz/, z marginesem 3,5 cm z lewe] strony, dutq czcionkq. Na arkuszu nie powinno byé& wigcej niz 31
wierszy po 65 znakéw. Wszystkie strony powinny byé numerowane.

3. No marginesie tekstu nalety zaznaczyé miejsca, w kt6rych powinny byé umieszczone rysunki i tabele.

4, Wszystkie tabele i zestawienia /unikaé zbyt duzych/ nalezy wykonywaé osobno/ nie w maszynopisie calego
artykulu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowa¢ kolejno. U géry kazdej tabeli podaé
tytut objasniajqcy.

5. Artykuly nalezy nodsylaé w 4 egzemplarzach; powinny by ¢ dotqczone krétk ie streszczenia w jezyku polskim,
rosy jskim i angielskim /réwniez w 4 egzemplarzach/. .

6. Artykuly powinny w zasadzie by & podzielone logicznie na czesci a w czetci koficowej winny byé sformulo =
wane wnioski. Tytuléw rozdzialéw nie nalezy podkre§laé. W miarg moznotci unikaé podzialu artykulu na
oddzielnie zatytulowane czesci.

7. Rysunki powinny by & nadsylane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zalqczone oddzielnie
w usztyynianej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajqce teksty napiséw pod rysunkami nalety sporzqdzaé
oddzielnie /nizzaletnie od tekstu artykuléw/, w 4 egzemplarzach. Rysunki nalety wykonywaé na przezro=-
czy_-tej kalce druke 1.iej.

8. Fotografie powinny by¢ ostre i wykonane no bialym blyszczqcym papierze fotograficznym. Numery fotogra-
fii i powigkszenie nalezy podawaé no odwrocie - ol6wkiem. Numeraciq nalety objqé rysunki i fotografie
lqcznie /nie stosowaé oddzielnej numeracji dla rysunkéw i oddzielnej dla fotografii/.

9. Po zakoficzeniu artykuly nalezy podaé wykaz literatury, wymieniajqc kolejno ::azwisko autora i pierwsze
litery imion, pelny tytut dziek lub artykutu, tytut czasopisma, nr tomu i zeszy i, miejsce wydanka i rok,
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny by € numerowane, w tekécie powolania no
numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [ I {.

10. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwainiejszych oznaczefi wielkoéci we wzorach itp. powinny
by & zgodne z terminologiq przy jetq przez Polskie Normy, Miedzynarodowy Uk¥ad Miar /SI/ oraz innymi
obowiqzujqcymi przepisami. .

11, Maszynopis powinien byé bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek na
stronie nie powinno by & wiecej nit 5.

12, Redakcjo zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbednych skrétéw,
korekty stylistycznej itp.

13, Fakt nodestania pracy do wydrukowania w " Materialach Elektronicznych” uwatany jest za réwnoznaczny
z o$wiodczeniem Autora, %e praca nie byla drukowana ani wystano do drukowania w fadnym innym
czasopiémie krajowym lub zagranicznym.

14, Autorzy proszeni sq o dokladne podowonie adresu i numeru telefonu celem latwiejszego porozumiewania sie

i ewentualnego przestania naleznego honorarium.
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